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(57) Abstract: Disclosed is a process for manufacturing semicon-
ductor wafers containing a gas-phase epitaxial layer in a deposition
chamber, involving having a robot place a substrate wafer on a sus-
ceptor having a circular circumference, the robot moving the sub-
strate wafer into a drop-off position and placing it on the susceptor,
the center of the substrate wafer not lying over the center of the sus-
ceptor in the drop-off position because of a predefined corrective
parameter; and depositing an epitaxial layer on the substrate wafer,
characterized in that a first number of substrate wafers having a spe-
cific resistance lying in a first range is moved by the robot into the
drop-off position with a first predefined corrective parameter, and a
second number of substrate wafers having a specific resistance lying
in a second range is moved by the robot into the drop-off position
with a second predefined corrective parameter, the first and second
predefined corrective parameters differing from one another.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Herstellen von Halbleiter-
scheiben mit aus der Gasphase abgeschiedener epitaktischer Schicht
in einer Abscheidekammer, umfassend das Ablegen einer Substrat-
scheibe auf einem Suszeptor mit kreisf6rmigem Umfang durch einen
Roboter, wobei der Roboter die Substratscheibe in eine Ablagepositi
on bewegt und auf dem Suszeptor ablegt, wobei in der Ablageposi-
tion das Zentrum der Substratscheibe wegen einer Korrekturvorga-
be nicht tiber dem Zentrum des Suszeptors liegt; und das Abschei-
den einer epitaktischen Schicht auf der Substratscheibe, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine erste Anzahl von Substratscheiben, die einen
spezifischen Widerstand aufweisen, der in einen ersten Bereich fallt,
vom Roboter mit einer ersten
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Korrekturvorgabe in die Ablageposition bewegt werden und eine zweite Anzahl von Substratscheiben, die einen spezifischen
Widerstand aufweisen, der in einen zweiten Bereich fallt, vom Roboter mit einer zweiten Korrekturvorgabe in die Ablageposition
bewegt werden, wobei die erste und zweite Korrekturvorgabe voneinander abweichen.



